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Podstata rieSenia spofiva vo vyuZitl vy-
tvarovaného motivu vo vrstve nitridu kre-
mika ako ochrany aktivnych oblasti polovo-
didovych prvkov pri lokdlnej oxidéacii kre-
mika a sufasne pred implantdciou boéru.
Casti izolaZnych oblast{ si maskované vy- B
tvarovanou vrstvou svetlocitlivého laku. Do / / f/
substratu st implantované iény halogeni- /
dov béru, pritom sa vyuZiva ich maléd hibka
vniku do maskovacieho materiglu. /

Vyndlez je moZné vyuZit pri vyrobe in-
tegrovanych obvodov najmd v technologii
SGCMOS a v technologii vyroby polovodi-
¢ovych prvkov pracujicich s vysokymi na-
pédtiami.
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Vynalez rieSi sposob selektivnej implan-

tdcie boru do izolatnych coblasti polovodi-

¢ovych substrdtov v technolégii vyroby
planarnych polovodidovych prvkov vyuZi-
vajicich lokdlnu oxiddciu kremika. Ddvo-
dom pre selektivnu implantédciu béru byva
potreba lokédlne zvysit izolatné schopnosti
polovodidového subsiratu na miestach &ipu
polovodidového prvku, kde pracuje s vy33i-
mi napétovymi Groviiami neZ v zostdvajlcej
Casti prvku.

V dosial zndmom postupe selektivneho
zvySenia koncentrdcie béru v izolanych
oblastiach polovodidovych substratov pla-
narnych polovoditovych prvkov sa vyuZiva
proces implantdcie cez dve maskovacie -
rovne vytvorené dvomi po sebe nanesenymi
a rozlitne vytvarovanymi vrstvami svetlo-
citlivého laku. Doévodom pre pouZitie dvoch
maskovacich drovni je velka hlbka vniku
ionov - atomarneho boru- do maskovacieho
materidlu aj pri minimédlnych urychlujicich
nalpétiach dosiahnutelnych u beZnych prie-
myselnych i6novych implantdtorov. Nevy-
hody maskovania implantdcie dvomi vrsi-
vami svetlocitlivého laku su:

— v pripade vzniku chyby v poradi dru-
hej wrstvy svetlocitliveho laku pri fotolito-
grafickom spracovani nie je moZnéd oprava
odstranenim tejto vrstvy a opakovanim ce-
l1ého fotolitografického procesu, pretoZe
dojde stZasne k odstraneniu prvej vrstvy
svetlocitlivého laku,

— technologické problémy pri nanéaSani
v poradi druhej vrstvy svetlocitlivého laku.
Nie je moZné pouZit promotory adhézie, pri-
om druhd vrstva svetlocitlivého laku pre-
kondva znatné vy3kové rozdiely, o vyrazne
vplyva na homogenitu hribky laku. Ddsled-
kom je nekvalitné vykreslenie motivu dru-
hej maskovacej Grovne.

Uvedené nedostatky odstratiuje spdsob
selektivnej implantdcie béru do izoladnych
oblasti polovoditovych substrdtov v techno-
logii polovodiovych prvkov s lokdlnou oxi-
daciou kremika, ktorého podstata spotiva
v tom, 7e do polovodidového substrdtu sa
cez dve rozdielne vytvarované maskovacie
drovne implantuji iony halogenidov béru,
pritom jedna maskovacia drovei je tvorend
vytvarovanou vrstvou nitridu kremika a
druhd maskovacia droveii je ‘tvorend vy-
tvarovanou vrstvou svetlocitlivého laku.

ZmenSenie hlbky vniku implantovanych
ionov pri hodnotdch beZne pouZivanych u-
rychlujticich napéti iénovych implantdtorov
je dosiahnuté zvySenim ich hmotnosti. Ako
zdroj boru sa pri implantdcidch béru naj-
Castej§ie pouZivaji halogenidy béru ako
fluorid bority BF3 alebo chlorid bority BCis.
PouZitim molekuldrnych i6nov halogenidov
boru sa hmotnost implantovanych ionov
tého BF2*™ mé pribliZne 4,5 kréat a ién chlo-
ridu boritého BCl2* 7,5 krat vdcSiu hmot-
nost ako i6n atomédrneho bodru, a tmerne
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tomu klesd hibka vniku iénov. UmoZni to
vynechat prvad vrstvu svetlocitlivého laku a
namiesto nej pouZit vrstvu nitridu kremfika,
ktord sa pouZiva na ochranu aktivnych ob-
lasti polovoditovych substratov pri lokdlnej
oxidacii kremika.

Vyhodou selektivnej implantdcie ‘podla
vynalezu je vyuZitie vytvarovaného motivu
vo vrstve nitridu kKremika ako ochrany ak-
tivnych oblasti polovodifovych substrdtov
pred lokdlnou oxiddciou kremika a stfasne
ako maskovacej Urovne pre selektivhu im-
plantdciu boru do izolaénych oblasti. Hrab-
ky vrstiev kysliénika kremi¢itého a nitridu
kremika pouZivané v technologii lokédinej
oxiddcie kremika nie je potrebné upravo-
vat.

Vzhladom na moZnost pouZitia promotora
adhézie svetlocitlivého laku a zniZenie v§§-
kovych rozdielov v reliéfe polovoditovej
Struktiry sa odstrdnia technologické pro-
blémy s adhéziou a vykreslenim motivu fo-
tolitografickej masky vo vrstve svetlocitli-
vého laku. V pripade vzniku poruchy svet-
locitlivého laku pri fotolitografickom spra-
covani je moZna jej oprava odstranenim
vrstvy svetlocitlivého laku a opakovanim
celej fotolitografickej operécie.

Na pripojenom vykrese je zndzorneny
spOsob selektivnej implantédcie boru do izo-
latnych oblasti polovodifovych substrdtov
podla vynélezu.

Na polovoditovom -substrdate 1 je vrstva
kysliénika kremicitého 2, na ktorej je vy-
tvarovand vrstva nitridu kremika 3. Aktivne
oblasti 4 sid pred implantdciou molekuldr-
nych iénov halogenidov béru chrénené vrst-
vou nitridu kremika 3 a <&asti izolaénych
oblasti 3 chranené vrstvou svetlocitlivého
laku 6. Molekuldrne iony halogenidov boru
st implantované len do d&asti izola&nych
oblasti polovodiového substrdtu 7.

Sposob selektivnej implantdcie béru do
izolatnych oblasti substrdtov polovodi¢o-
vich prvkov podla wyndlezu sa urobi tak,
Ze na polovodi€ovy substrat 1 sa termickou
oxiddciou narastie vrstva kysli¢nika krem:-
¢itého 2 o hrabke poZadovanej pre techno-
l6giu lokdlnej oxid4cie kremika.

Dalej sa narastie vrstva nitridu kremika
3 o0 minimdlnej hribke 90 nm, ktord sa vy-
tvaruje pomocou svetlocitlivého laku. Po
vytvarovani sa vrstva svetlocitlivého laku
odstrdni a nanesie sa nova wvrstva svetlo-
citlivého laku 8, ktord sa vytvaruje pomocou
nasledujtcej fotolitografickej masky. Takto
sa vytvori Struktdra pre implantdciu po-
trebnej davky molekularnych i6nov halo-
genidov boru.

Tento spdsob selektivnej implantacie bé-
ru do izolatnych oblasti substrdtov polovo-
ditovych prvkov je moZné pouZit v techno-
logickom postupe vyroby integrovanych ob-
vodov ako aj diskrétnych prvkov, priCom je
moZné vyuZit vrstvy kyslitnika kremicitého
aj nitridu kremika bez zmeny hribok po-
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uZivanych v technolégii lokédlnej oxiddcie
kremika so Standardnou 5 um litografiou.
Zvla3t vhodné je vyuZitie v technolégii vy-
roby unipoldrnych integrovanych obvodov
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s komplementérnymi tranzistonmi s hradlom
z polykryStalického kremika (SG CMOS) a
integrovanych obvodov pracujtcich s vyso-
kymi napétiami.

PREDMET VYNALEZU

Sposob selektivnej implantdcie béru do
izolatnych oblasti polovoditovich substra-
tov v technoldgii vyroby plandrnych polo-
vodiCovych prvkov vyuZivajicich lokdlnu
oxiddciu kremika, vyznadujlici sa tym, Ze

do polovodifového substrdtu sa cez dve
rozdielne vytvarované maskovacie drovne
vytvorené virstvou nitridu kremika a jednou
vrstvou svetlocitlivého laku implantuji mo-
lekuldrne iony halogenidov boéru.

1 list vykresov
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